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SiC パワーデバイスの実用化に向けたプロセス技術確立のため、イオン注入・アニール処理が

材料に与える影響の評価方法を検討している。その一環として、角度分解トポグラフィーと局所

ロッキングカーブ法を組み合わせた光学系[1]を作製し、これによって基板の広域歪に敏感な画像

が得られることを見出した。さらに逆格子空間マッピングによってイオン注入条件の異なる試料

を観察し、トポグラフとの比較を行った。 

試料は 4H-SiC(0001)基板で、膜厚 5m のエピタキシャル層に基板温度 500℃、Al イオン濃度

11021 ions /cm3 で注入後、1800℃で 5 分間アニールしたものである。比較のためイオン注入を行

っていない試料も測定した。実験は KEK-PF BL-3C、BL-14B で行った。Fig.1 に 0008 ブラッグ反

射近傍の逆格子空間マップを示す。イオン注入を行った試料(Fig.1(a))では未注入試料(FIg.1(b))に

は見られない、0008 反射から[-1 -1 2 0]方向にシフトした散漫な散乱が観察されイオン注入プロセ

スによる結晶性の劣化と考えられる[2]。この傾向は X 線侵入深さが浅くなるにつれて強まり、角

度分解トポグラフィーの結果と整合している。これらの結果から表面層に強い歪場が存在するこ

とがうかがえる。 
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Fig. 1 Reciprocal space maps of (a) Al-implanted and (b) non-implanted 4H-SiCs around the 0008 reflection. 
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